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V. Відомості про дисертацію
Мова дисертації:
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Тема дисертації:
1. Оптимізація умов отримання напівпровідникових кристалів CdTe, Cd(Zn)Te, ZnSe(Te) та детекторів на їх
основі

2. Optimization of receipt conditions of semiconductor crystals CdTe, Cd(Zn)Te, ZnSe(Te) and detectors on their
base

Реферат:
1. Дисертація присвячена оптимізації технологічних процесів отримання твердотільних детекторів на основі
кристалів CdTe, Cd(Zn)Te, ZnSe. В роботі розроблено методику й апаратуру, що дозволяє отримувати
особливо чисті матеріали, а саме цинк, кадмій і телур рівня чистоти 6N в контейнері, що обертається.
Оптимізовано умови отримання напівпровідників CdTe, Cd(Zn)Te та детекторів на їх основі, що дозволило
отримати енергетичне розділення 4,5 % при реєстрації гама-квантів з енергією 59,54 кеВ (241Am). Розроблено
оригінальну конструкцію й методику виготовлення детекторів УФ-випромінення на основі ZnSe з
поліпшеною в 2 рази фоточутливістю відносно відомих аналогів. Оптимізовано й впроваджено в дослідне
виробництво Інституту сцинтиляційних матеріалів технологічний процес виготовлення сцинтиляторів на
основі ZnSe, який було сертифіковано в системі управління якістю. Розроблено технологічний процес



виготовлення методом групової різки сцинтиляційних 1D- і 2D-матриць на основі кристалів ZnSe для
позиційно-чутливих детекторів.

2. The dissertation is devoted to optimization of engineering process of production of solid-state detector on the
basis of CdTe, Cd(Zn)Te, ZnSe crystals. The procedure and the equipment which allow to produce the particularly
pure zinc, cadmium and tellurium of 6N purity level in the rotating container were devised. Conditions of
production of CdTe, Cd(Zn)Te semiconductors and detectors on their basis were optimized. It has allowed to
obtain a result - energy resolution 4,5 % at the registration of gamma-quantums with energy 59,54 кеV (241Am).
The original construction and procedure of production of UV-radiation detectors on ZnSe basis with the improved
photosensitivity in 2 times relative to known analogs were devised. The engineering process of production of
scintillators on ZnSe basis was optimized and applied in industry of Institute for scintillation materials; it was
certificated according to ISO 9001. The engineering process of production of 1D-and 2D- scintillation matrices on
ZnSe basis by the group cutting method for positional-sensitive detectors was devised.
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